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§１．研究成果の概要 
 
深い不純物の電子スピンにより室温動作量子ビットを実現し、その急峻な磁場応答を磁気セン

サーとして応用することを目的とする。素子の試作を産総研グループ、評価を理研・電大両グルー

プが担当する。計画開始時において、トンネル電界効果トランジスタ（TFET）素子構造に深い不純

物（Al-N 対）を導入し室温までの単一電子伝導(SET)特性と温度 10K までの量子ビット動作を確

認しており、新素子の開発はこの既存素子を基準として行った。また並行して既存素子の評価を継

続し、地磁気レベルの微小磁場検出に成功するなど磁気センサー応用が有望であることを示し

た。 

深い不純物である Be、S、および Zn をシリコン技術に沿った形で、かつ既存素子同様の濃度プ

ロファイルで素子へ導入した。Be 導入素子において室温 SET 特性と低温でのスピン量子ビット動

作を確認した。S および Zn に関しては、ミリ秒アニール技術の採用により目標とする濃度プロファイ

ルを実現、DLTS 法で深い不純物準位の存在を確認した。2021 年 3 月現在、S・Zn の両者を導入

した素子の評価を続けており、スピン閉鎖を示唆するゼロ磁場近傍の急峻な伝導の変化が温度

150K まで観測されるなど、室温動作に向けた進捗が得られている。 

 

 

§２．研究実施体制 

 

（１）理研グループ 

① 研究代表者：大野圭司（理化学研究所研究開拓本部 専任研究員） 

② 研究項目 

・研究統括／単一スピン素子の設計・評価 

 

（2）産総研グループ 

①主たる共同研究者：森貴洋（産業技術総合研究所ナノエレクトロニクス研究部門 主任研究員） 

② 研究項目 

・単一スピン素子の設計（シミュレーション）・作製・基礎評価 

 

（3）電機大グループ 

①主たる共同研究者：森山悟士（東京電機大学工学部電気電子工学科 准教授） 

② 研究項目 

・単一スピン素子の設計・評価 
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